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Метод лазерного легирования использован для получения p-n перехо-
дов на основе теллурида кадмия. На кристаллические подложки CdTe 
методом термического испарения напылялись пленки In толщиной 
100 нм. Образцы облучались моноимпульсами излучения рубинового ла-
зера длительностью 80 нс в широком диапазоне плотностей энергий об-
лучения.  

Проведена оптико-пирометрическая диагностика зоны лазерного воз-
действия. Определены порог плавления образцов, зависимости пиковой 
температуры поверхности и времени существования расплава от плотно-
сти энергии облучения. Методом ВИМС получено распределение In по 
глубине в лазерно-модифицированных образцах. Морфология поверхно-
сти до и после лазерного облучения исследована методом оптической 
микроскопии. Поверхность структуры In/CdTe (центральный и краевой 
участки) после воздействия лазерным излучением с плотностью энергии 
1,4 Дж/см2 показана на рисунке.  

Проведено моделирование ла-
зерно-индуцированных процессов 
на основе численного решения за-
дачи Стефана. Проанализированы 
механизмы массопереноса в усло-
виях импульсного лазерного воз-
действия. Определены термоупру-
гие напряжения в зоне лазерного 
воздействия. 

Установлено, что диффузионные 
процессы в основном обусловлены 
плавлением пленки и теллурида кадмия. Показано, что в глубине под-
ложки (порядка нескольких сот нанометров) возникают термоупругие 
напряжения, которые могут стимулировать твердофазную диффузию ин-
дия. Изучены вольт-амперные характеристики сформированных p-n пе-
реходов. Определены режимы лазерного облучения, приводящие к фор-
мированию p-n переходов с наилучшими параметрами. 
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